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Beschreibung 

Integrierte Halbleiterschaltung mit einer Vielzahl von Spei- 
cherzellen 

5 

Die Erfindung betrifft eine integrierte Halbleiterschaltung 
mit einer Vielzahl von Speicherzellen, die jeweils einen Aus- 
wahltransistor und einen Speicherkondensator aufweisen und 
durch Bitleitungen und Wortleitungen elektrisch ansteuerbar 
10 sind, 

- wobei in Hohe der Wortleitungen elektrische Kontaktstruktu- 




ren angeordnet sind, die die Bitleitungen mit den Auswahl- 



transistoren der Speicherzellen elektrisch verbinden, 

- wobei die Kontaktstrukturen an den Wortleitungen vorbeifuh- 
15 ren und gegemiber den Wortleitungen durch seitliche Isolie- 

rungen isoliert sind und 

- wobei jeweils zwei zueinander benachbarte Bitleitungen an 
einen gemeinsamen Signalverstarker angeschlossen sind. 

20 In solchen Halbleiterschaltungen werden in den Speicherkon- 
densatoren der Speicherzellen gespeicherten Inf ormat ionen 
durch das Aktivieren der Bitleitungen und Wortleitungen aus- 
gelesen, wobei zur Ident if izierung eines Speicherzustandes 
das elektrische Potential zweier Bitleitungen von einem Si- 
<i™5 gnalverstarker erfaSt wird. Der Signalverstarker (sense am- 
plifier) wirkt als Spannungsdif f erenzverstarker , der nach dem 
Lesen des Potentials einer geoffneten Bitleitung dieses Si- 
gnal verstarkt in die geoffnete Speicherzelle zuruckschreibt . 
Beim folded bitline-Auf bau integrierter Halbleiterspeicher 

30 wird beim Auslesen einer von zwei benachbarten Bitleitungen 
als Ref erenzpotential dasjenige der jeweils anderen Bitlei- 
tung verwendet . 

Jede Speicherzelle wird durch das Aktivieren zuerst einer 
35 Wortleitung und danach einer Bitleitung ausgelesen, wodurch 
im Falle eines Feldef f ekttransistors als Auswahltransistor 
der Inversionskanal die elektrische Verbindung zwischen dem 



* 
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Speicherkondensator , beispielsweise einem Grabenkondensator , 
und der Bitleitung herstellt. Die Wortleitung dient im Be- 
reich des Transistors als Gate-Elektrode. Eines der Sour- 
ce/Drain-Gebiete ist leitend mit dem Grabenkondensator ver- 
5 bunden; das andere Source/Drain-Gebiet ist durch einen Bit- 
leitungskontakt mit der diesem Transistor zugeordneten Bit- 
leitung elektrisch verbunden. Die Gate-Elektrode bildet zu- 
sammen mit dem Gateoxid und einer schiitzenden Isolations- 
schicht, meist einer Nitridschicht , einen strukturierten Ga- 

10 te-Schichtenstapel , dessen Seitenwande mit einem Spacer, d.h. 
einer isolierenden Seitenwandbedeckung zur Seite hin elek- 
^p|' trisch isoliert sind. Zwischen einander benachbarten, mit 

Spacern ausgestatteten Wort leitungen sind die Bitleitungskon- 
takte angeordnet , die die hohergelegenen Bitleitungen mit den 

15 Source/Drain-Gebieten der Auswahltransistoren elektrisch ver- 
binden. Die Kontaktstrukturen oder Bitleitungskontakte ver- 
binden somit eine obere Ebene der Bitleitungen mit einer un- 
teren Ebene der Dotiergebiete der Auswahltransistoren und 
verlaufen durch eine mittlere Ebene, in der die Wortleitungen 

2 0 angeordnet sind. 

In heutigen Halbleiterschaltungen, insbesondere Speicher- 
schaltungen treten aufgrund der engen raumlichen Anordnung 
verschiedenster Strukturen Storeffekte auf , die das elektri- 
sche Schaltverhalten nachteilig beeinf lussen . Ej_n Storfaktor 
ist die lediglich durch die dunnen Seitenwandbedeckungen der 
Wortleitungen gebildete seitliche Isolierung der Wortleitun- 
gen gegeniiber den Kontaktstrukturen bzw. Bitleitungskontak- 
ten, wodurch parasitare Kapazitaten gebildet werden. 

30 

Beim Auslesen einer Speicherzelle werden sowohl die Wortlei- 
tung als auch die Bitleitung, in deren Kreuzungspunkt sich 
der Auswahltransistor der Speicherzelle befindet, aktiviert. 
Dabei flieSt die in Speicherkondensator gesammelte elektri- 
35 sche Ladung iiber den Auswahltransistor aus der Zelle heraus 
bzw. verteilt sich auf die Zelle und die angeschlossene Bit- 
leitung bis hin zum Signalverstarker . Dadurch schwacht sich 
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das elektrische Potential, das am entsprechenden Bitleitungs- 
anschluS des Signalverstarkers nun anliegt, gegenuber dem 
elektrischen Potential der vorher in dem Speichertransistor 
gespeicherten Ladung ab. Dennoch bleibt eine Potentialdif f e- 
5 renz im Vergleich zu einer anderen, meist benachbarten Bit- 
leitung mefebar, die mit keinem der angeschlossenen Speicher- 
kondensatoren kurzgeschlossen ist. 

Aufgrund dieser parasitaren Kapazitat entsteht somit ein zu- 
0 satzlicher Potentialbeitrag, der das aufgrund der Kondensa- 
torkapazitat und der Bitleitungskapazitat erwartete elektri- 
sche Potential am Signalverstarkereingang uberlagert . Am an- 
deren Eingang des Signalverstarkers liegt eine nicht akti- 
vierte Bitleitung an, bei der eine vergleichbare parasitare 
5 Kapazitat nicht auf tritt . Im Signalverstarker wird somit die 
eigentlich zu messende Potent ialdifferenz beider Bitleitungen 
durch die parasitare Kapazitat der aktivierten Bitleitung 
uberlagert . 

0 Solche parasitaren Effekte werden herkommlich durch hohere 
Betriebsspannungen und entsprechend hohere Ladungsmengen ei- 
ner integrierten Halbleiterschaltung kompensiert. Dadurch 
steigt jedoch der Stromverbrauch, die Warmezufuhr und der 
Platzbedarf der integrierten Halbleiterschaltung pro Spei- 

5 cherzelle . 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, den EinfluS 
parasitarer Kapazitaten zwischen Bitleitungskontakten und 
Wortleitungen zu beseitigen, ohne die Betriebsspannung der 
0 Halbleiterschaltung zu erhohen. Insbesondere soil der EinfluS 
parasitarer Kapazitaten, die an Seitenwandbedeckungen struk- 
turierter Wortleitungen zu benachbarten Kontaktstrukturen von 
Bitleitungen auftreten, verringert werden. 

5 Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS dadurch gelost, dafi 
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- daS zusatzliche Kontaktstrukturen vorgesehen sind, die 
ebenfalls an den Wortleitungen vorbeifuhren und Blindkon- 
takte darstellen, 

- wobei fur jede von einer Bitleitung ausgehende Kontakt- 

5 struktur, die an einer Wortleitung vorbeifiihrt und die Bit- 

leitung mit einer Speicherzelle verbindet , ein von der be- 
nachbarten, an denselben Signalverstarker angeschlossenen 
Bitleitung ausgehender Blindkontakt vorgesehen ist, der an 
derselben Wortleitung vorbeifiihrt wie die jeweilige Kon- 
10 takt struktur. 

} Erf indungsgemaS sind zusatzlich zu den Kontaktstrukturen, 

welche die Bitleitung mit den Auswahltransistoren verbinden, 
weitere Kontaktstrukturen, und zwar Blindkontakte vorgesehen, 

15 die an der jeweils selben Wortleitung vorbeifuhren, jedoch 

jeweils in Hohe der benachbarten Bitleitung, welche beim Aus- 
lesen mit Hilfe des Signalverstarkers als Ref erenzbitleitung 
eingesetzt wird. Zusatzlich zu dem Raster aus Bitleitungskon- 
takten zum Auslesen der Speicherzellen ist ein zweites, ver- 

20 setzt angeordnetes Raster von Blindkontakt en vorgesehen, so 
daS neben jedem Kreuzungspunkt zwischen einer Bitleitung und 
einer Wortleitung entweder eine zum Auslesen benotigte Kon- 
taktstruktur oder ein Blindkontakt vorbeifiihrt; beide sind 
durch seitliche Isolierungen gegeniiber den Wortleitungen iso- 

?5 liert. Da jede aktivierte Wortleitung somit nicht nur am Bit- 
leitungskontakt der aktivierten Bitleitung, sondern auch an 
dem Blindkontakt der Ref erenzbitleitung vorbeilauft, wird das 
elektrische Potential beider an denselben Signalverstarker 
angeschlossenen Bitleitungen beim Auslesen durch die parasi- 

3 0 tare Kapazitat in gleicher Weise verandert, so daS sich beide 
Storef f ekte kompensieren . 

Die durch den Blindkontakt geschaffene zusatzliche Kapazitat 
dient zur Kompensation der parasitaren Kapazitat derjenigen 
35 Bitleitung, die an denselben Signalverstarker ebenfalls ange- 
schlossen ist. Somit gleicht sich im Dif f erenzverstarker der 
Einflufi beider Kapazitaten aus. Dadurch ist ein wesentlicher 
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Storfaktor beim Auslesen digitaler Speicherinhalte beseitigt, 
und die herkommlich eingesetzte, iiberhohte Betriebsspannung 
• zumindest im Bereich des Zellenfeldes kann verringert werderi; 
gleichzeitig erhoht sich die Zuverlassigkeit des Ausleseer- 
5 gebnisses. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, dafi entlang einer Wortleitung 
abwechselnd solche Kontaktstrukturen, die eine Bitleitung mit 
einer Speicherzelle verbinden, und solche Kontaktstrukturen, 
10 die Blindkontakte darstellen, vorbeif uhren . 

4|pr Vorzugsweise ist vorgesehen, daS die Speicherkondensatoren in 
einem Halbleitersubstrat ausgebildete Grabenkondensatoren 
sind und dafi die Bitleitungen in einem grofieren Abstand von 
15 dem Halbleitersubstrat auf dem Halbleitersubstrat angeordnet 
sind als die Wortleitungen. 

Insbesondere ist vorgesehen, daS die Blindkontakte jeweils 
iiber einer Grabenisolat ion des Halbleitersubstrats enden, wo- 
20 hingegen die ubrigen Kontaktstrukturen jeweils in ein gemein- 
sames Dotiergebiet zweier Auswahltransistoren miinden. Die 
Grabenisolationen befinden sich neben der den aktiven Gebie- 
ten der Substratoberf lache , in denen jeweils einer von zwei 
Auswahltransistoren durch die aktivierte Wortleitung und den 
Ws aktivierten Bitleitungskontakt geoffnet wird. 

Vorzugsweise sind die Auswahltransistoren Feldef f ekttransi - 
storen, deren Gate-Elektroden durch die Wortleitungen gebil- 
det sind. Insbesondere sind die seitlichen Isolierungen zwi- 
3 0 schen den Kontaktstrukturen und den Wortleitungen vorzugswei- 
se Seitenwandbedeckungen, d.h. Spacer strukturierter Gate- 
Schichtenstapel . 

Die erf indungsgemaS ausgebildete Halbleiterschaltung ist vor- 
35 zugsweise ein dynamischer Schreib-Lese-Speicher , d.h. ein 
DRAM (dynamic random access memory) . 
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Die Erfindung wird nachstehend mit Bezug auf die Figuren be- 
schrieben. Es zeigen: 



eine Speicherzelle einer integrier- 
ten Halbleiterschaltung, 

eine herkommliche integrierte Halb- 
leiterschaltung, 

eine erf indungsgemaSe Halbleiter- 
schaltung und 

eine Querschnittansicht aus Figur 3. 

15 Figur 1 zeigt eine Speicherzelle 20, wie sie typischerweise 
im Zellenfeld eines integrierten Halbleiterspeichers 10 im 
Falle eines vergrabenen Kondensators 2 5 mit planarem Auswahl- 
transistor 15 ausgebildet ist . Der Auswahltransistor wird 
durch das Aktivieren einer Wortleitung 2, die die Gate-Elek- 

20 trode des Transistors bildet, und einer Bitleitung 1, die 
iiber eine Kontaktstruktur 3 mit einem der Source/Drain- 
Gebiete 6 des Transistors verbunden ist, geof f net . Der Gra- 
benkondensator 25 besitzt nicht naher bezeichnete Elektroden, 
von denen eine tief im Substrat 5 vergraben ist und die ande- 

fcs re die Fullung des tiefen Grabens (deep trench) innerhalb des 
Kondensatordielektrikums an der Grabenwandung bildet. Der 
Speicherkondensator befindet sich somit im wesent lichen in 
einer unteren Ebene E3 , die bis tief in das Substratinnere 
hinunterreicht . Oberhalb der Substratoberf lache , auf einer 

3 0 Gateoxidschicht 16, befindet sich in Hohe einer Ebene E2 die 
Gesamtheit der Wortleitungen 2 sowie in einer noch hoheren 
Ebene El die Gesamtheit der Bitleitungen 1. In der mittleren 
Ebene E2 befinden sich die Kontaktstrukturen 3, die seitlich 
von den Wortleitungen 2 nur durch deren Spacer 4 i-soliert 

35 sind, wodurch sich parasitare Kapazitaten ausbilden konnen. 



Figur 1 



Figur 2 



10 Figur 3 



Figur 4 
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Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf eine herkommliche Halblei- 
terschaltung mit einer Vielzahl von Speicherzellen . Links 
sind Signalverstarker (Sense Amplifier) 30 dargestellt, an 
deren Eingange je zwei Bitleitungen la, lb angeschlossen 
5 sind. Senkrecht zu den Bitleitungen verlaufen die Wortleitun- 
gen 2, zwischen denen halbkreisf ormige Umrisse der tieferlie- 
genden Grabenkondensatoren 25 erkennbar sind. In Hohe der 
Wortleitungen 2 erstrecken sich die Kontaktstrukturen 3, die 
eine uber der Zeichenebene verlaufende Bitleitung mit einem 

10 gemeinsamen Source/Drain-Dotiergebiet zweier in Bitleitungs- 
richtung benachbarter Speicherzellen bzw. Auswahltransistoren 
p|F- verbinden. Das aktive Gebiet der zwei Auswahltransistoren ist 
mit dem Doppelpfeil 17 angedeutet . Die aktiven Gebiete bilden 
ein diagonales Raster entsprechend dem Raster der dargestell- 

15 ten Bitleitungskontakte oder Kontaktstrukturen 3. Beim Ausle- 
sen einer Speicherzelle wird die zugeordnete Bitleitung akti- 
viert und mit der benachbarten Bitleitung am gemeinsamen Si- 
gnalverstarker ausgelesen. Die aktivierte Bitleitung ist uber 
den Bitleitungskontakt mit der aktivierten Wortleitung para- 

20 sitar gekoppelt, welche zum Auslesen der entsprechenden Spei- 
cherzelle ebenfalls geoffnet wurde . Dadurch entsteht eine pa- 
rasitare Kapazitat, wie beispielsweise im Kreuzungspunkt der 
zweiten Wortleitung von links mit dem Bitleitungskontakt der 
untersten Bitleitung durch das angedeutete Kapazitatssymbol C 
und das Symbol eines Plattenkondensators dargestellt. Die be- 
nachbarte Bitleitung (die zweite Bitleitung von unten) be- 
sitzt keine solche parasitare Kapazitat, weshalb die parasi- 
tare Kapazitat C an der unteren Bitleitung die elektrische 
Potentialdif f erenz zwischen beiden Bitleitungen verfalscht. 

30 

Figur 3 zeigt eine erf indungsgemaSe Halbleiterschaltung, bei 
der zusatzlich zu den Bitleitungskontakten 3, die zum Ausle- 
sen von Speicherzellen dienen, Kontaktstrukturen 13 vorgese- 
hen sind, die Blindkontakte darstellen, die in gleicher Weise 
3 5 an den Wortleitungen 2 vorbeifiihren wie die Bitleitungskon- 
takte 3, jedoch auf oder iiber einer Grabenisolat ion oder ei- 
ner anderen isolierenden Struktur enden. Die Blindkontakte 
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haben somit keine schaltungstechnische Funktion; sie dienen 
jedoch zur Ausbildung kompensierender parasitarer Kapazitaten 
der jeweiligen Ref erenzbitleitung . In Figur 3 sind die para- 
sitaren Kapazitaten beider an denselben Signalverstarker 30 
angeschlossenen Bitleitungen la und lb durch das Symbol eines 
Plattenkondensators dargestellt . 

Rechnerisch bestimmt sich das elektrische Potential einer 
Bitleitung allgemein nach der Gleichung 

Vbl = (Vc - Vbleq) Cc / (Cc + Cbl) + Vwl , 



wobei Vbl das gemessene Potential der Bitleitung, Vc das 
elektrische Potential der Speicherzelle , Vbleq das gemittelte 
15 Potential einer Bitleitung zwischen On-Zustand und Off-Zu- 
stand (das arithmet ische Mittel beider Potentiale) , Cc die 
Kapazitat der Speicherzelle, Cbl die Kapazitat der Bitleitung 
und Vwl die Potent ialverschiebung aufgrund der parasitaren 
Kondensators bedeutet . Der letzte Term Vwl fiihrt zur Uberla- 
20 gerung und Storung des zu messenden Bitleitungspotent ials . 
Bei der erf indungsgemaSen Halbleiterschaltung gemaS Figur 3 
tritt dieser Term Vwl jedoch auch auf der benachbarten Refe- 
renzbitleitung auf, und zwar zwischen derselben aktivierten 
^ Wortleitung 12 und dem benachbarten Blindkontakt 13. Beide 
^5 Kapazitaten C fuhren zu gleichen Termen Vwl in der obigen 

Gleichung, welche sich beim Vergleich beider Bit leitungspo- 
tentiale kompensieren . Das im Signalverstarker gemessene Bit- 
leitungspotential der ausgewahlten Speicherzelle entspricht 
somit einem Bitleitungspotent ial 



Vbl = (Vc - Vbleq) Cc / (Cc + Cbl) 



Aufgrund der erf indungsgemafien Kompensation konnen die her- 
kommlichen Spannungsuberhohungen in der GroSenordnung von et- 
35 wa 300 mV entfallen; der Stromverbrauch der Halbleiterschal- 
tung sinkt. 
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Figur 4 zeigt die erf indungsgemaSe Halbleiterschaltung aus 
Figur 3 in einer ausschnittsweisen Querschnittansicht entlang 
einer der Bitleitungen 1 in Figur 3 . Der dargestellte Ab- 
schnitt entlang der Bitleitung 1 erstreckt sich ebenso wie in 
5 Figur 1 uber die Abmessungen zweier benachbarter Speicherzel- 
len 20; ebenso wie in Figur ist die Bitleitung durch eine 
Kontaktstruktur 3 mit einem gemeinsamen Source/Drain-Gebiet 
zweier Auswahltransistoren verbunden. Zusatzlich jedoch ist 
eine weitere Kontaktstruktur, der Blindkontakt 13, zwischen 

10 weiteren oberhalb der Speicherkondensatoren angeordneten 

Wortleitungen (passing wordlines) angeordnet, der oben zwar 
|jjjfp, die Bitleitung kontaktiert, unten jedoch auf dem Gateoxid 16 
oder unmittelbar auf einer Grabenisolat ion 35 endet . Der 
Blindkontakt hat keine schaltungstechnische Funktion. Er ist 

15 jedoch in gleicher Weise wie die Bit leitungskontakte 3 nur 
durch ein diinnes Sei tenwandoxid 4 ausgebildet ist, von den 
benachbarten Wortleitungen 2 getrennt . Wenn die in Figur 4 
abgebildete Bitleitung 1 die erste von zwei an einem gemein- 
samen Signalverstarker angeschlossenen Bitleitung ist, so 

20 entspricht die Figur 4 gleichzeitig einem Schnitt entlang der 
benachbarten, zweiten an diesen Signalverstarker angeschlos- 
senen Bitleitung dar, jedoch in Bitleitungsrichtung urn die 
Abmessung einer Speicherzelle 20 versetzt. Die in Figur 4 

^ dargestellte Schnittansicht im Bereich einer bestimmten Wort- 
' l ^fc>5 leitung 2 im Querschnitt der ersten Bitleitung entspricht der 
in Figur 4 dargestell ten Schnittansicht im Bereich der iiber- 
nachsten Wortleitungen 2 im Querschnitt durch die zweite Bit- 
leitung und umgekehrt . Senkrecht zur Zeichenebene wiederholen 
sich die linke und die rechte Halfte aus Figur 4, so daS ent- 

30 lang einer beliebigen Wortleitung 2 senkrecht zur Zeichenebe- 
ne Bitleitungskontakte 3 und Blindkontakte 13 in abwechseln- 
der Folge auf einanderf olgen . Die elektrischen Potentiale bei- 
der Bitleitungen sind in gleicher Weise beim Aktivieren einer 
Wortleitung durch eine parasitare Kapazitat beeinflulSt. Bei 

35 der Dif f erenzmessung im Signalverstarker heben beide Einfliis- 
se sich auf . 
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Die erf indungsgemaS ausgebildete Halbleiterschaltung ermog- 
licht somit ein zuverlassigeres Auslesen von in den Speicher- 
kondensatoren gespeicherten digitalen Inf ormat ionen und deren 
zuverlassige Bewertung als entweder digitale Null oder digi- 
tale Eins . Die durch die Blindkontakte geschaffenen zusatzli- 
chen parasitaren Kapazitaten verandern das elektrische Poten- 
tial der jeweiligen Ref erenzbitleitung am Signalverstarker in 
gleicher Weise wie die parasitaren Kapazitaten aktivierter 
Bitleitungen, wodurch das gemessene Dif f erenzpotent ial um die 
parasitare Effekten korrigiert ist. 
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Patentanspriiche 

1. Integrierte Halbleiterschaltung (10) mit einer Vielzahl 
von Speicherzellen (20) , die jeweils einen Auswahltransistor 

5 (15) und einen Speicherkondensator (25) aufweisen und durch 
Bitleitungen (1) und Wortleitungen (2) elektrisch ansteuerbar 
sind, 

- wobei in Hohe der Wortleitungen (2) elektrische Kontakt- 
strukturen (3) angeordnet sind, die die Bitleitungen (1) 

10 mit den Auswahltransistoren (15) der Speicherzellen (20) 

elektrisch verbinden, 

- wobei die Kontaktstrukturen (3) an den Wortleitungen (2) 
vorbeifuhren und gegeniiber den Wortleitungen (2) durch 
seitliche Isolierungen (4) isoliert sind und 

15 - wobei jeweils zwei zueinander benachbarte Bitleitungen (1) 
an einen gemeinsamen Signalverstarker (30) angeschlossen 
sind, 

dadurch gekennze i chnet, daS 

- zusatzliche Kontaktstrukturen (13) vorgesehen sind, die 

20 ebenfalls an den Wortleitungen (2) vorbeifuhren und Blind- 

kontakte darstellen, 

- wobei fur jede von einer Bitleitung (la; lb) ausgehende 

^ Kontaktstruktur (3), die an einer Wortleitung (2) vorbei- 
fuhrt und die Bitleitung (la; lb) mit einer Speicherzelle 
^fcs5 (20) verbindet, ein von der benachbarten, an denselben Si- 

gnalverstarker (30) angeschlossenen Bitleitung (lb; la) 
ausgehender Blindkontakt (13) vorgesehen ist, der an der- 
selben Wortleitung (2) vorbeifiihrt wie die jeweilige Kon- 
taktstruktur (3) , 

30 

2. Halbleiterschaltung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
entlang einer Wortleitung (2) abwechselnd solche Kontakt- 
strukturen (3), die eine Bitleitung (1) mit einer Speicher- 

35 zelle (20) verbinden, und solche Kontaktstrukturen (13), die 
Bl indkont akt e dar s t el len , vorbeifuhren . 
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3. Halbleiterschaltung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Speicherkondensatoren (25) in einem Halbleitersubstrat 
(5) angeordnete Grabenkondensatoren sind und daS die Bitlei- 
tungen (1) in einem groSeren Abstand von dem Halbleitersub- 
strat (5) auf dem Halbleitersubstrat (5) angeordnet sind als 
die Wortleitungen (2) . 

4. Halbleiterschaltung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Blindkontakte jeweils iiber einer Grabenisolat ion (35) en- 
den, wohingegen die iibrigen Kontaktstrukturen (3) jeweils in 
ein gemeinsames Dotiergebiet (6) zweier Auswahltransistoren 
(15a, 15b) miinden. 

5. Halbleiterschaltung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Auswahltransistoren (15) Feldef f ekttransistoren sind, de- 
ren Gate-Elektroden durch die Wortleitungen (2) gebildet 
sind. 

6. Halbleiterschaltung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, date 

die seit lichen Isolierungen (4) zwischen den Kontaktstruktu- 
ren (3, 13) und den Wortleitungen (2) Seitenwandbedeckungen 
strukturierter Gate-Schichtenstapel sind. 

7. Halbleiterschaltung nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die Halbleiterschaltung ein dynamischer Schreib-Lese-Speicher 
ist . 
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Zusammenf as sung 

Integrierte Halbleiterschal tung mit einer Vielzahl von Spei- 
cherzellen 

Die Erfindung betrifft eine integrierte Halbleiterschaltung 
(10) mit durch Wortleitungen (2) und Bitleitungen (1) ausles- 
baren Speicherzellen . Je zwei zueinander benachbarte Bitlei- 
tungen (la, lb) sind an Eingange desselben Signalverstarkers 
(30) angeschlossen. Urn parasitare Kapazitaten (C) , die an 
dunnen Seitenwandisolationen zwischen den strukturierten 
Wortleitungen (2) und benachbarten Bitleitungskontakten (3) 
entstehen, zu kompensieren, sind erfindungsgema.fi zusatzliche 
Kontaktstrukturen (13) vorgesehen sind, die ebenfalls an den 
Wortleitungen (2) vorbeifuhren und Blindkontakte darstellen. 
Die durch die Blindkontakte (13) geschaffenen zusatzlichen 
parasitaren Kapazitaten verandern das elektrische Potential 
der jeweiligen Ref erenzbitleitung (lb) am Signalverstarker 
(30) in gleicher Weise wie die parasitaren Kapazitaten akti- 
vierter Bitleitungen (la) , wodurch das gemessene Differenzpo- 
tential um die parasitaren Effekte korrigiert ist. 



Figur 3 
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Bezugszeichenliste 



1, 


la, lb 


Bitleitungen 


2 




Wort lei tungen 


3 




Kont akt s t rukt ur ( Bi 1 1 e i t ungskont akt ) 


4 




Seitenwandi sola t ion 


5 




Halbleitersubstrat 


6 




gemeinsames Source /Drain-Gebiet 


7 




grabenseitiges Source/Drain-Gebiet 


10 




Halbleiterschaltung 


13 




zusatzliche Kont akt struktur (Blindkontakt ) 


15 




Auswahl trans is tor 


JL O 






17 




Doppelpf eil 


20 




Speicherzelle 


25 




Speicherkondensator 


30 




Signal ver starker 


35 




Grabenisolation 


C 




paras i tare Kapazitat 


El, 


E2, E3 


Ebenen 


Z 




Zellenbereich 



